
!"ન 1(અ) [3 marks]  
નીચેની સ)ક+ ટમાં મેશ કરંટ શાેધાે.

જવાબ:

અાકૃ7ત:

મેશ અેના'લ)સસ લાગુ કરવા:

બે મેશ માટે KVL સમીકરણાે લખાે

I₁ ડાબા લૂપમાં ઘ:ડયાળના કાંટા :દશામા ંવહે છે

I₂ જમણા લૂપમાં ઘ:ડયાળના કાંટા :દશામાં વહે છે

સાેડવવાના :ેપ:

મેશ 1 સમીકરણ: 5V - 2kΩ×I₁ - 1kΩ×(I₁-I₂) = 0

મેશ 2 સમીકરણ: -2V + 2kΩ×I₂ + 1kΩ×(I₂-I₁) = 0

સરળીકરણ:

5 - 2000I₁ - 1000I₁ + 1000I₂ = 0

-2 + 2000I₂ + 1000I₂ - 1000I₁ = 0

3000I₁ - 1000I₂ = 5

-1000I₁ + 3000I₂ = 2

સાેAુશન:
I₁ = 2 mA
I₂ = 1 mA

મેમરી ટ= ીક: "મેશ મહBપૂણC છે: KVL લખાે, )સમDે:નયસ સાેEવ કરાે"

!"ન 1(બ) [4 marks]  
કીચાેફના ેવાે?ેજ (KVL) નાે @નયમ લખાે અને ડાયાDામ દાેરી સમFવાે.

    2kΩ      2kΩ
    ┌───┐    ┌───┐
    │   │    │   │
    │   │    │   │
┌───┴───┴────┴───┴────┐
│   │               │ │
│  ┌┴┐             ┌┴┐
│  │ │   1kΩ       │ │
5V ┤ ├─────────────┤ ├ 2V
│  │ │   │         │ │
│  └┬┘   │         └┬┘
│   │    │          │ │
└───┴────┴──────────┴─┘
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જવાબ:

:કરચાેફનાે વાેDેજ :નયમ (KVL) કહે છે કે કાેઈપણ બંધ લૂપમા ંબધા વાેDેજના ેઅલજJેાઇક સરવાળાે શૂL હાેય છે.

અાકૃ7ત:

 

મુH મુIાઅાે:

લૂપ @નયમ: V₁ + V₂ + V₃ + V₄ = 0

સાઇન કLવેMન: વાેDેજ રાઇઝ (બેટરી પાે)ઝ:ટવ ટNમO નલ) પાે)ઝ:ટવ, વાેDેજ ડP ાેપ (રે)ઝQર પર) નેગે:ટવ

કNવOશન P!QRપલ: કાેઈપણ બંધ લૂપમાં કુલ ઊSC મેળવેલી = કુલ ઊSC ખચાCયેલી

ઉપયાેગ: મDીપલ વાેDેજ સાેસC વાળા જ:ટલ સ:કO ટ્સને અેનાલાઇઝ અને સાેEવ કરવા માટે

મેમરી ટ= ીક: "લૂપમાં વાેDેજનાે સરવાળાે શૂL" (VALSZ)

!"ન 1(ક) [7 marks]  
સુપર પાેઝીશનનાે Vથયરમ લખાે અને સમFવા.ે

જવાબ:

સુપરપાે)ઝશન 'થયરમ કહે છે કે 'લ:નયર સ:કO ટમાં મDીપલ સાેસC સાથે, કાેઈપણ અે'લમેVમા ં:રWાેX દરેક સાેસC Yારા પેદા થતા :રWાેXના 
સરવાળા બરાબર હાેય છે, [ારે બધા અL સાેસCને તેમના અાંત:રક ઇ\ેડX Yારા બદલવામાં અાવે છે.

અાકૃ7ત:

 

લાગ ુકરવાના :ેXસ:

:ેપ 1: અેક સમયે અેક સાેસC ]ાનમાં લાે

:ેપ 2: વાેDેજ સાેસCને શાેટC  સ:કO ટ (0Ω) Yારા બદલાે

:ેપ 3: કરંટ સાેસCને અાેપન સ:કO ટ (∞Ω) Yારા બદલાે
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Thevenin Equivalent

VTH RTH LOAD

Original Complex Circuit

Complex circuit with 
multiple sources and 

components

:ેપ 4: દરેક સાેસC માટે :રWાેX (વાેDેજ/કરંટ) ગણાે

:ેપ 5: બધા :રWાેXને અેલજJેાઇકલી અેડ કરીને ટાેટલ :રWાેX મેળવાે

ઉપયાેગ:

સ)ક+ ટ અેનાYલZસસ: મDીપલ સાેસC વાળા જ:ટલ સ:કO ટ્સને સરળ બનાવે છે

નેટવક[  Vથયરી: વધુ અેડવા^_ અેના'લ)સસ મેથડ્સ માટે પાયાે

!ે\]કલ સ)ક+ ટ્સ: ક`ુ:નકેશન )સQaમાં સુપરઇ\ાેઝ્ડ )સbcનું અેના'લ)સસ

મેમરી ટ= ીક: "સાેસC અલગ અલગ, સરવાળા ેસફળતાપૂવCક" (SSSS)

!"ન 1(ક) OR [7 marks]  
થેવે@નનનાે Vથયરમ લખાે અને સમFવાે.

જવાબ:

થેવે:નનનાે 'થયરમ કહે છે કે કાેઈપણ 'લ:નયર સ:કO ટ જમેાં વાેDેજ અને કરંટ સાેસC હાેય તેને અેક વાેDેજ સાેસC (VTH) અને )સરીઝમાં રે)ઝQX 
(RTH) વાળા સ:કO ટ Yારા બદલી શકાય છે.

અાકૃ7ત:

 

થેવે@નન ઇ_`વેલa શાેધવાના :ેXસ:

:ેપ 1: અાે:રdજનલ સ:કO ટમાંથી લાેડ રે)ઝQર દૂર કરાે

:ેપ 2: લાેડ ટNમO નc વeે અાેપન-સ:કO ટ વાેDેજ (VOC) ગણાે (= VTH)

:ેપ 3: ઇfgવેલV રે)ઝQX (RTH) ગણાે:

બધા સાેસCને :નhiય કરીને (વાેDેજ સાેસCન ેશાેટC  સ:કO ટ અને કરંટ સાેસCને અાેપન સ:કO ટ Yારા બદલીને)

લાેડ ટNમO નc વeે રે)ઝQX શાેધાે

ઉપયાેગ:

સ)ક+ ટ Zસિcd)ફકેશન: જ:ટલ નેટવjCને સરળ ઇfgવેલVમા ંઘટાડે છે

લાેડ અેનાYલZસસ: બદલાતા લાેડની અસરાેની ગણતરી સરળતાથી કરી શકાય છે

મેefમમ પાવર ટ= ાRફર: મહkમ પાવર માટેની શરતાે નlી કરવા

મેમરી ટ= ીક: "બે હાથના તBા:ે વાેDેજ અને રે)ઝQX" (THEVR)

!"ન 2(અ) [3 marks]  
ટ= ાયવેલેa, ટેટ= ાવેલેa અને પેaાવેલેa મટીરીયલની સરખામણી કરાે.
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ગુણધમ[ ટ= ાયવેલેa મટીરીયલ ટેટ= ાવેલેa મટીરીયલ પેaાવેલેa મટીરીયલ

વેલેR ઇલે]=ાેન 3 4 5

ઉદાહરણાે બાેરાેન, અેAુNમ:નયમ, ગે'લયમ )સ'લકાેન, જમm:નયમ, કાબCન ફાેnરસ, અાસm:નક, અેhVમાેની

ડાે@પh ગ !કાર P-ટાઇપ ડાેપV તરીકે વપરાય બેઝ સેNમકopર મટીરીયલ N-ટાઇપ ડાેપV તરીકે વપરાય

બાેi ફાેમOશન 3 કાેવેલV બાેo બનાવે 4 કાેવેલV બાેo બનાવે 5 કાેવેલV બાેo બનાવે

ચાજ[ કે)રયર હાેc (પાે)ઝ:ટવ) બનાવે બેલે^_ QPqર બનાવે rી ઇલેpPાેX (નેગે:ટવ) બનાવે

I1

Node

I2

I3 I4 I5

જવાબ:

મેમરી ટ= ીક: "sણ-ચાર-પાંચ: હાેc-બેલેX-ઇલેpPાેX" (TFF:HBE)

!"ન 2(બ) [4 marks]  
કીચાેફના ેકરંટ (KCL) નાે @નયમ લખાે અને ડાયાDામ દાેરી સમFવાે.

જવાબ:

:કરચાેફનાે કરંટ :નયમ (KCL) કહે છે કે ઇલેtpPકલ સ:કO ટમા ંકાેઈપણ નાેડમાં uવેશતા અને બહાર નીકળતા તમામ કરંટનાે અલજJેાઇક સરવાળાે 
શૂL હાેય છે.

અાકૃ7ત:

 

મુH મુIાઅાે:

નાેડ સમીકરણ: I₁ + I₂ - I₃ - I₄ - I₅ = 0 (અથવા I₁ + I₂ = I₃ + I₄ + I₅)

સાઇન કLવેMન: નાેડમાં uવેશતા કરંટ પાે)ઝ:ટવ, બહાર નીકળતા નેગે:ટવ

કNવOશન P!QRપલ: ઇલેtpPક ચાજCના સંરvણ પર અાધા:રત

ઉપયાેગ: પેરેલલ ક\ાેનV્સ વાળા સ:કO ટ્સ સાેEવ કરવા માટે અાવwયક

મેમરી ટ= ીક: "કરંટ ઇન ઈgc કરંટ અાઉટ" (CIECO)
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!"ન 2(ક) [7 marks]  
jાHા અાપાે: અેf)ટ= QRક સે7મકi]ર. N-!કારના સે7મકi]ર ની રચના ડાયાDામ ની મદદથી સમFવાે.

જવાબ:

અેf)ટ= QRક સે7મકi]ર: અેક સેNમકopર જનેા ઇલેtpPકલ ગુણધમાm અશુdy અેટa (ડાેNપz ગ) ઉમેરીને તેની કotp{વટી બદલવા માટે 
માે:ડફાઈ કરવામાં અાવ ેછે.

N-ટાઇપ સે7મકi]ર ફાેમOશન:

અાકૃ7ત:

 

!)kયા:

ડાે@પh ગ !)kયા: ટેટP ાવેલેV સેNમકopર (Si, Ge)મા ંપેVાવેલેV અશુdy (P, As, Sb) ઉમેરવામાં અાવ ેછે

બાેi ફાેમOશન: અશુdy અેટમ અાસપાસના Si અેટa સાથે 4 કાેવેલV બાેo બનાવે છે

lી ઇલે]=ાેન: 5માે ઇલેpPાેન બાેo બનાવવા માટે કાેઈ જ|યા ન હાેવાથી rી થઈ Sય છે

ચાજ[ કે)રયર: મેSે:રટી કે:રયર ઇલેpPાેX, માઇનાે:રટી કે:રયર હાેc

કi\]7વટી: ઇhVP}Xક સેNમકopર કરતાં વધારે, કારણ કે વધુ rી ઇલેpPાેX

N-ટાઇપ સે7મકi]રના ગુણધમાO:

ફમm લેવલ: કo~ન બેoની ન�ક

ડાેનર લેવલ: કo~ન બેoની ન�ક અેન�C  લેવલ બને છે

nમ ટેoરેચર: માેટાભાગના ડાેનર અેટa અાયનાઇઝ્ડ હાેય છે

મેમરી ટ= ીક: "ફાેnરસ uાેવાઇડ્સ �સ-વન ઇલેpPાેન" (PPP)

!"ન 2(અ) OR [3 marks]  
કi]ર, સે7મકi]ર અને ઇpુલેટર માટે અેનq[  બેi ડાયાDામ દાેરાે.

જવાબ:

અાકૃ7ત:
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Insulator
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>5 eV
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~1 eV
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પેરામીટર EMF (ઇલે]=ાેમાે)ટવ ફાેસ[) પાેટેrMયલ )ડફરR

jાHા સાેસC Yારા યુ:નટ ચાજC દીઠ uદાન કરવામાં અાવતી ઊSC ક\ાેનVમાં યુ:નટ ચાજC દીઠ વપરાયેલી ઊSC

Zસsાેલ અને
યુ@નટ ξ અથવા E, વાેDમાં માપવામા ંઅાવે છે V, વાેDમાં માપવામાં અાવે છે

કારણ રાસાય�ણક, યાં{sક, થમCલ અથવા uકાશ ઊSC �પાંતરણ રે)ઝQXમાંથી વહેતા કરંટનું પ:રણામ

માપન કાેઈ કરંટ ન વહેતાે હાેય �ારે સાેસC ટNમO નc વeે
માપવામાં અાવે છે

કરંટ વહેતાે હાેય �ારે ક\ાેનV્સ વeે માપવામાં
અાવે છે

)દશા સાેસCની અંદર નેગે:ટવથી પાે)ઝ:ટવ સાેસCની બહાર પાે)ઝ:ટવથી નેગે:ટવ

)ડવાઇસ
ઉદાહરણ બેટરી, જનરેટર, સાેલાર સેલ રે)ઝQર, લે\, માેટર

સંરtણ સ:કO ટમાં સંરhvત નથી બંધ સ:કO ટમાં સંરhvત છે (KVL)

 

મુH લtણાે:

કi]ર: અાેવરલેNપz ગ બેo્સ અથવા પા)શO યલી :ફ� બેo

સે7મકi]ર: નાનાે અેન�C  ગેપ (~1 eV)

ઇpુલેટર: માેટાે અેન�C  ગેપ (>5 eV)

મેમરી ટ= ીક: "ગે�સ :ડટરમાઇન �લાે: નન, �ાેલ, �જુ" (GDF:NSH)

!"ન 2(બ) OR [4 marks]  
EMF અને Potential difference વuેનાે તફાવત લખાે.

જવાબ:
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Depletion Region
N-

type
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

P-
type

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(- +)

(+ -)

(- +)

(+ -)

Electric Field

મેમરી ટ= ીક: "EMF :�અેટ્સ, PD ક�્યુa" (ECPC)

!"ન 2(ક) OR [7 marks]  
P-N જંકશનમાં ડીdેશન રીqયન અથવા vેશ-ચાજ[ રીqયન ની રચના સમFવાે.

જવાબ:

અાકૃ7ત:

 

ફાેમOશન !)kયા:

જંwન )kઅેશન: [ારે P-ટાઇપ અને N-ટાઇપ સેNમકopસC Sેડવામાં અાવે

)ડxુઝન: N-સાઇડથી rી ઇલેpPાેX P-સાઇડ તરફ :ડ�ુઝ થાય; P-સાઇડથી હાેc N-સાઇડ તરફ :ડ�ુઝ થાય

)રકાેysનેશન: ઇલેpPાેX જં~નની ન�ક હાેc સાથે :રકાે�ાઇન થાય

અાયન ફાેમOશન: N-રી�યનમાં ઇમાેબાઇલ પાે)ઝ:ટવ અાયX બાકી રહે; P-રી�યનમા ંનેગે:ટવ અાયX

ઇલે\]=ક )ફz: N થી P તરફ પાેઇV કરતું જં~ન પાર ઇલેtpPક :ફ� ઉ�� થાય છે

ઇ_`Yલ{|યમ: :ડ�ુઝન કરંટ ઇલેtpPક :ફ�ન ેકારણે :ડP� કરંટ Yારા બેલેX થાય

બે)રયર પાેટેrMયલ: સામાL રીતે )સ'લકાેન માટે 0.7V, જમm:નયમ માટે 0.3V

લtણાે:

પહાેળાઈ: સામાL રીતે 0.5 μm, ડાેNપz ગ કXVPેશન પર અાધાર રાખે છે

કેપેZસટR: વે:રઅેબલ કેપે)સટર તરીકે કાયC કરે છે

બે)રયર: મેSે:રટી કે:રયસCના વધ ુ:ડ�ુઝનન ેઅટકાવે છે

મેમરી ટ= ીક: ":ડ�ુઝન :�અેટ્સ, :ફ� બેલે}Xસ" (DCFB)

!"ન 3(અ) [3 marks]  
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શ� jાHા

ની વાે?ેજ ફાેરવડC  વાેDેજ [ા ંડાયાેડ Yારા કરંટ ઝડપથી વધવાનુ ંશ� થાય છે (Ge માટે 0.3V, Si માટે 0.7V)

)રવસ[ સે�ુરેશન કરંટ [ારે ડાયાેડ :રવસC બાય_ હાેય �ારે વહેતાે નાના ેકરંટ, માઇનાે:રટી કે:રયસCન ેકારણે (સામાL રીતે nA
અથવા μA)

)રવસ[ |ેકડાઉન
વાે?ેજ :રવસC વાેDેજ જનેા પર ડાયાેડ Jેકડાઉન Nમકે:નઝaને કારણે :રવસC :દશામા ંભારે કop કરે છે

પીક ઇLવસ[ વાે?ેજ
(PIV)

મહkમ :રવસC વાેDેજ જ ેરેtpફાયર સ:કO ટમાં ડાયાેડ Jેકડાઉન {વના સહન કરી શકે છે

ફાેર{બડન અેનq[  ગેપની jાHા અાપા.ે તે કેવી રીતે થાય છે? Ge અને Si માટે તેનું મે�ીટયૂડ કેટલું છે?

જવાબ:

ફાેર{બડન અેનq[  ગેપ અેટલે સેNમકopરમાં વેલેX બેo અને કo~ન બેo વeેની અેન�C  રે� [ાં ઇલેpPાેન અેન�C  Qેટ્સ અિ�તBમાં 
નથી.

ઉ���:

:�Qલ લે:ટસમાં અેટaના gાેVમ Nમકે:નકલ ઇVરે~નથી પ:રણમે છે

[ારે અેટaને ન�ક લાવવામાં અાવે �ારે અેન�C  લેવલના િ��:ટzગને કારણે ફાેમC થાય છે

અલાઉડ અન ેફાેરhબડન રીજX સાથે બેo QPqર બનાવે છે

મે�ીટયૂડ:

જમO@નયમ (Ge): 300K પર 0.67 eV

ZસYલકાેન (Si): 300K પર 1.1 eV

મેમરી ટ= ીક: "�ેટર )સ'લકાેન, લાેઅર જમm:નયમ" (GSLG)

!"ન 3(બ) [4 marks]  
નીચેના શ�ાેને jાHા�યત કરાે:
(i) ની (Knee) વાે?ેજ (ii) )રવસ[ સે�ુરેશન કરંટ (iii) )રવસ[ |ેકડાઉન વાે?ેજ (iv) પીક ઇLવસ[ વાે?ેજ (PIV)

જવાબ:

jાHાઅાેનું ટેબલ:

મેમરી ટ= ીક: "ની રાઇ)ઝસ, સેચુરેશન :ટPકc, Jેકડાઉન બQ્Cસ, PIV uાેટેp્સ" (KRSBBP)

!"ન 3(ક) [7 marks]  
LASER ડાયાેડનુ ંબંધારણ, કાય[ અને લાt�ણકતા સમFવાે અને તેના ઉપયાેગા ેલખાે.

જવાબ:

અાકૃ7ત:
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બંધારણ:

P-N જંwન: ડાયરેp બેoગેપ સેNમકopર (GaAs, InGaAsP)થી બનેલ

અે\]વ રીqયન: :રકાે��નેશન થતું P અને N રીજX વeેનું પાતળું  લેયર

કે7વટી )ડઝાઈન: પેરેલલ :ર�લેtpવ સરફે)સસ (�ી� ફેસેટ્સ) અાૅ��કલ રેઝાેનેટર બનાવે છે

પેકેVજh ગ: હીટ )સz ક, અાૅ��કલ {વoાે, માે:નટ:રzગ ફાેટાેડાયાેડ સામેલ છે

કાય[રત Zસ�ાંત:

ઇ�ેwન: ફાેરવડC  બાય)સz ગ અેtpવ રી�યનમાં ઇલેpPાેX અને હાેc ઇ�ેp કરે છે

પાે�ુલેશન ઇLવઝ[ન: �ાઉo Qેટ કરતાં અેjાઇટેડ Qેટમાં વધુ ઇલેpPાેX

�:�ુલેટેડ અે7મશન: ફાેટાેન સરખા ફાેટાેXના ે:રલીઝ :ટPગર કરે છે (સમાન વેવલે�, ફેઝ)

અાૅ��કલ ફીડબેક: ફાેટાેX Nમરર વeે :ર�લેp થઈને લાઇટને અેિ��ફાય કરે છે

�ેશાેz કરંટ: લે)સz ગ અે~ન માટે Nમ:નમમ કરંટ

લtણાે:

કાેહેરa લાઇટ: )સz ગલ વેવલે�, ઇન-ફેઝ લાઇટ અેNમશન

ડાયરેwનાYલટી: હાઇલી ડાયરે~નલ, નેરાે બીમ

હાઇ ઇaેQRટી: કાેXVPેટેડ અેન�C  અાઉટપુટ

�ેશાેz {બહે7વયર: �ેશાે� કરંટ ઉપર જ લેસર અે~ન

અનુ!યાેગાે:

અાૅ��કલ ફાઇબર ક`ુ:નકેશX

DVD/�લુ-રે �ેયસC

લેસર NuVસC

બારકાેડ  ેનસC

મે:ડકલ સજCરી ઇ¡¢મેV્સ

મેમરી ટ= ીક: "પાે£ુલેશન ઇ^વઝCન :�અેટ્સ કાેહેરV લાઇટ" (PICL)

!"ન 3(અ) OR [3 marks]  

                  +-------+
+--------+        |       |  
| p-type |~~~~~~~~|       |----> Laser Beam
+--------+        |       |
| active |~~~~~~~~|       |
| layer  |        |       |
+--------+        |       |
| n-type |~~~~~~~~|       |
+--------+        |       |
                  +-------+
                Reflective Surfaces
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P-N જંકશન ડાયાેડ અને ઝીનર ડાયાેડની V-I લાt�ણકતાઅાે દાેરાે.

જવાબ:

અાકૃ7ત:

   I↑
    |                 /
    |                /
    |               /
    |              /
    |             /
Forward |            /
    |           /
    |          /         P-N Junction Diode
    |         /
    |        /
----+-------------------- V →
    |       /
    |      /
    |     /
Reverse|
    |
    |
    |                     Zener
    |                     Breakdown
    |                     Region
    |                       |
    |                     \ |
    |                      \|
    |                       |
    |                       |
    |                       v
    
   I↑
    |                 /
    |                /
    |               /
    |              /
    |             /
Forward |            /
    |           /
    |          /         Zener Diode
    |         /
    |        /
----+-------------------- V →
    |       /
    |      /
    |     /
Reverse|
    |       ______
    |      /
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મુH તફાવતાે:

P-N જંwન ડાયાેડ: ફાેરવડC  બાયસમાં કop કરે છે, Jેકડાઉન સુધી :રવસCમાં �લાેક કરે છે

ઝીનર ડાયાેડ: {વશેષ રીતે ચાેlસ વાેDેજ પર :રવસC Jેકડાઉન રી�યનમાં અાેપરેટ કરવા માટે :ડઝાઈન કરેલ

મેમરી ટ= ીક: "ફાેરવડC  સેમ, :રવસC :ડફરV" (FSRD)

!"ન 3(બ) OR [4 marks]  
સ)ક+ ટ ડાયાDામ સાથ ેફાેરવડ[  બાયસમા ંP-N જંકશન ડાયાેડનું કાય[ સમFવાે.

જવાબ:

અાકૃ7ત:

ફાેરવડ[  બાયસમાં કાય[:

કનેwન: P-સાઇડ પાે)ઝ:ટવ ટNમO નલ સાથે, N-સાઇડ નેગે:ટવ ટNમO નલ સાથે કનેp કરેલ

)ડdેશન રીqયન: અે�ાઇડ વાેDેજ વધવાની સાથે પહાેળાઈ ઘટે છે

બે)રયર પાેટેrMયલ: �ેશાે�ને પાર કરવું જ�રી (Si માટે 0.7V, Ge માટે 0.3V)

કરંટ �લા:ે �ેશાે� ઉપર, કરંટ વાેDેજ સાથે અે¥Wાેને¦§યલી વધે છે

મેFે)રટી કે)રયસ[: N-સાઇડથી ઇલેpPાેX અને P-સાઇડથી હાેc જં~ન તરફ ધકેલાય છે

)રકાેysનેશન: ઇલેpPાેX અને હાેc :રકાે�ાઇન થઈન ેસતત કરંટ �લાે બનાવે છે

કરંટ સમીકરણ: I = I₀(e^(qV/kT) - 1), [ાં I₀ :રવસC સેચુરેશન કરંટ છે

મેમરી ટ= ીક: "પાે)ઝ:ટવ ટુ P, :ર¨ૂ)સસ બે:રયર, કરંટ �લાેઝ" (PPRBCF)

!"ન 3(ક) OR [7 marks]  
લાઈટ અેમીટ�ગ ડાયાેડ (LED) અને ફાેટાેડાયાેડ નું કાય[ અાકૃ7ત દાેરી સમFવાે.

    |     /
    |    /         Zener
    |   /          Region
    |  /
    | /
    |/
    

        +
    V   |     R
    ___/\/\/\__
   |            |
   |            |
   |    |>|     |
   |    D1      |
   |            |
   |____________|
        -
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જવાબ:

LED અાકૃ7ત:

LED કાય[:

ડાયરે] બેiગેપ: GaAs, GaP ક\ાઉo્સથી બનેલ જમેાં ડાયરેp બેoગેપ હાેય છે

ફાેરવડ[  બાયસ: જં~ન પાર કે:રયસCન ેઇ�ેp કરવા લાગુ કરવામાં અાવે છે

)રકાેysનેશન: N-સાઇડના ઇલેpPાેX P-સાઇડના હાેc સાથે :રકાે�ાઇન થાય છે

ફાેટાેન અે7મશન: :રકાે��નેશન દરNમયાન છૂટી પડતી ઊSC ફાેટાેX તરીકે અેNમટ થાય છે

વેવલે� કંટ= ાેલ: અલગ-અલગ મટી:રયc અલગ-અલગ રંગાે ઉ�� કરે છે

કાય[tમતા: અાધુ:નક LEDsમાં 80-90% કાયCvમતા હાંસલ થાય છે

ફાેટાેડાયાેડ અાકૃ7ત:

ફાેટાેડાયાેડ કાય[:

)રવસ[ બાયસ: સામાL રીતે :રવસC બાયસમાં અાેપરેટ કરવામાં અાવે છે

     Current
       flow
        ↓
    +-------+
    |       |
+---+       +---+
|   | P-type|   |
|   +-------+   |
|   | N-type|   |
|   |       |   |
+---+       +---+
    |       |
    +-------+
       ↑
     Photon
    Emission

    +-------+
    |       |
+---+       +---+
|   | P-type|   |
|   +-------+   |
|   | N-type|   |
|   |       |   |
+---+       +---+
    |       |
    +-------+
       ↑
     Photon
    Absorption
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પેરામીટર LED ફાેટાેડાયાેડ

ફંwન ઇલેtpPકલ અેન�C ને લાઇટમા ં�પાંત:રત કરે છે લાઇટને ઇલેtpPકલ અેન�C માં �પાંત:રત કરે છે

બાયસ માેડ ફાેરવડC  બાયસ :રવસC બાયસ (સામાL રીતે)

)દશા અેન�C  અાઉટપુટ (અેNમટર) અેન�C  ઇનપુટ (:ડટેpર)

અનુ!યાેગ :ડ��ે, ઇ©oકેટસC, લાઇ:ટzગ લાઇટ સેXસC, અાૅ��કલ ક`ુ:નકેશX

શ� jાHા

રે\]ફાયર
અેફીસીયRી (η)

રેtpફાયર સ:કO ટમાં DC પાવર અાઉટપુટનાે AC પાવર ઇનપુટ સાથેનાે ગુણાેkર (η = P_DC/P_AC ×
100%)

રીપલ ફે]ર (γ)
રેtpફાયર અાઉટપુટમા ંAC ક\ાેનVના RMS વેAુનાે DC ક\ાેનV સાથેનાે ગુણાેkર (γ =
V_rms(ac)/V_dc)

વાે?ેજ રે�યુલેશન પાવર સ�ાય લાેડમાં ફેરફાર છતાં કેટલી સારી રીતે કાે¡V અાઉટપુટ વાેDેજ Sળવે છે તેનું માપ (VR =
[(V_NL - V_FL)/V_FL] × 100%)

લાઇટ અે�ાે�[ન: :ડ�ેશન રી�યનમાં ફાેટાેX અેªાેબC થાય છે

ઇલે]=ાેન-હાેલ પેસ[: ફાેટાેન અેન�C  Yારા બનાવવામાં અાવે છે

કે)રયર સેપરેશન: ઇલેtpPક :ફ� ઇલેpPાેX અને હાેcને અલગ કરે છે

કરંટ જનરેશન: ફાેટાેકરંટ લાઇટની તી«તાના uમાણમા ંહાેય છે

)રvાેR ટાઇમ: :ડ�ેશન રી�યન વધ ુપહાેળી હાેવાને કારણે :રવસC બાયસમાં ઝડપી

તુલના�ક ટેબલ:

મેમરી ટ= ીક: "LEDs અેNમટ, ફાેટાેડાયાેડ્સ :ડટેp" (LEPD)

!"ન 4(અ) [3 marks]  
નીચેના શ�ાેને jાHા�યત કરાે:
(i) રે\]ફાયર અેફીસીયRી (η) (ii) રીપલ ફે]ર (γ) (iii) વાે?ેજ રે�યુલેશન

જવાબ:

jાHાઅાેનું ટેબલ:

મેમરી ટ= ીક: "અે:ફ)સયXી પાવસC, :રપલ વેરીઝ, રે|યુલેશન Qેhબલાઇ)ઝસ" (EPRVS)

!"ન 4(બ) [4 marks]  
ઝીનર ડાયાેડન ેવાે?ેજ રે�યુલેટર તરીકે સમFવાે.

જવાબ:

અાકૃ7ત:
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કાય[રત Zસ�ાંત:

ઝીનર |ેકડાઉન: ચાેlસ વાેDેજ પર :રવસC Jેકડાઉન રી�યનમાં અાેપરેટ કરે છે

Zસરીઝ રે�ઝ:ર: કરંટન ેમયાC:દત કરે છે અને વધારાના વાેDેજને ડP ાેપ કરે છે

પેરેલલ કનેwન: ઝીનર લાેડ સાથે પેરેલલમાં કનેp કરેલ છે

રે�યુલેશન 7મકે@નઝમ: 

[ારે ઇનપુટ વાેDેજ વધે: ઝીનરમાં વધુ કરંટ, લાેડ પર વાેDેજ f¬ર રહે

[ારે લાેડ કરંટ વધે: ઝીનરમાં અાેછાે કરંટ, વાેDેજ f¬ર રહે

લtણાે:

લાેડ રે�યુલેશન: લાેડમા ંફેરફાર છતાં f¬ર વાેDેજ Sળવે છે

લાઇન રે�યુલેશન: ઇનપુટ વાેDેજમાં ફેરફાર છતાં f¬ર વાેDેજ Sળવે છે

પાવર રે)ટh ગ: ઝીનર મહkમ પાવર :ડ)સપેશન હેoલ કરી શકે (P = V_Z × I_Z)

)ડઝાઇન સમીકરણ: R = (V_in - V_Z)/I_L + I_Z)

મેમરી ટ= ીક: "ઝીનર શV્સ અેjેસ કરંટ" (ZSEC)

!"ન 4(ક) [7 marks]  
સ)ક+ ટ ડાયાDામ અને ઇનપુટ-અાઉટપુટ વેવફાેમ[ સાથ ેફુલ વેવ {|જ રે\]ફાયર સમFવાે.

જવાબ:

સ)ક+ ટ ડાયાDામ:

કાય[રત Zસ�ાંત:

    R
   /\/\/\
Vi +----+----+ Vout
    |    |    |
    |   [Z]   RL
    |    |    |
    +----+----+
         -

         D1        D3
         |>|       |>|
          |         |
Vin ------+----+----+----- Vout
          |    |    |
          |    RL   |
          |    |    |
          +----+----+
         |>|       |>|
         D2        D4
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!થમ હાફ સાયકલ (પાે�ઝ)ટવ): D1 અન ેD4 કop કરે, D2 અને D3 �લાેક કરે

બીF હાફ સાયકલ (નેગે)ટવ): D2 અને D3 કop કરે, D1 અને D4 �લાેક કરે

બંને હાફ સાયકલ: કરંટ લાેડમાં અેક જ :દશામા ંવહે છે

વેવફાે�[:

લtણાે:

)રપલ )l`Rી: ઇનપુટ :rgXીથી બ ેગણી

અાઉટપુટ વાે?ેજ: V_dc = 2V_m/π ≈ 0.636V_m

PIV: દરેક ડાયાેડે V_m સહન કરવું પડે

અે)ફZસયRી: η = 81.2%

)રપલ ફે]ર: γ = 0.48

ઉપયાેગ: ઉe કરંટ અે}�કેશX, સેVર-ટે­ ટP ાXફાેમCરની જ�ર નથી

સેaર-ટે� કરતાં ફાયદા:

સેVર-ટે­ ટP ાXફાેમCરની જ�ર નથી

ડાયાેડ્સ માટે અાેછી PIV જ�:રયાત

વધુ સારાે ટP ાXફાેમCર ઉપયાેગ

મેમરી ટ= ીક: "hJજ hJz |સ બાેથ હાE®સ" (BBBH)

!"ન 4(અ) OR [3 marks]  
રે\]ફાયર ના ઉપયાેગા ેલખાે.

જવાબ:

રે\]ફાયરના ઉપયાેગા:ે

Input:         Output:
    ^              ^
    |              |
    |  /\    /\    |   /\    /\    /\
    | /  \  /  \   |  /  \  /  \  /  \
----+------+---+---+-+----+----+----+-->
    |      \  /    |
    |       \/     |
    |              |
    v              v
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અે�dકેશન અે)રયા vેZસ)ફક ઉપયાેગાે

પાવર સdાય ઇલેpPાે:નક :ડવાઇ)સસ માટે DC પાવર સ�ાય, બેટરી ચાજCસC, અેડા�સC

ઇi�:=યલ અે�dકેશR ઇલેpPાે�ે:ટzગ, વે��z ગ મશીX, માેટર ડP ાઇ®સ, ઇo~ન હી:ટzગ

ટ= ાRપાેટ[  Zસ:� ઇલેtpPક લાેકાેમાે:ટ®સ, મેટP ાે ટPેX, ઇલેtpPક વાહનાે

)ર�ુઅેબલ અેનq[ સાેલાર ઇ^વટCસC, {વo પાવર જનરેશન

કN્યુમર ઇલે]=ાે@નf માેબાઇલ ફાેન ચાજCસC, લેપટાેપ અેડા�સC, TV પાવર સ�ાય

ટેYલક�ુ@નકેશR બેઝ QેશX, ટP ાXNમશન ઇfgપમેV, )સbલ uાેસે)સz ગ :ડવાઇ)સસ

પેરામીટર હાફ વેવ ફુલ વેવ સેaર ટે� ફુલ વેવ {|જ

ડાયાેડની સંHા 1 2 4

DC અાઉટપુટ વાે?ેજ V_m/π (0.318V_m) 2V_m/π (0.636V_m) 2V_m/π (0.636V_m)

)રપલ )l`Rી ઇનપુટ જટેલી ઇનપુટથી બમણી ઇનપુટથી બમણી

અે)ફZસયRી 40.6% 81.2% 81.2%

ટ= ાRફાેમ[ર ઉપયાેગ ખરાબ મ]મ (સેVર ટેપ જ�રી) સારાે (સેVર ટેપ જ�રી નથી)

ડાયાેડ્સનું PIV V_m 2V_m V_m

)રપલ ફે]ર 1.21 0.48 0.48

ફાેમ[ ફે]ર 1.57 1.11 1.11

મેમરી ટ= ીક: "પાવર પરફેpલી ટP ાXફાે�ડC  ઇન ક�્યુમર :ડવાઇ)સસ" (PPTICD)

!"ન 4(બ) OR [4 marks]  
હાફ વેવ, ફુલ વેવ સેaર ટેપ અને ફુલ વેવ {|જ રે\]ફાયરને ચાર પેરામીટસ[ સાથે સરખાવાે.

જવાબ:

મેમરી ટ= ીક: "હાફ વેQ્સ, સેVર ટે­ ઇ¯ૂ°, hJજ અાે��માઇ)ઝસ" (HWCTIBO)

!"ન 4(ક) OR [7 marks]  
સ)ક+ ટ ડાયાDામ સાથ ેશa કેપેZસટર )ફ?ર અને π-)ફ?ર સમFવાે.

જવાબ:

શa કેપેZસટર )ફ?ર:

અાકૃ7ત:
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કાય[રત Zસ�ાંત:

ચાVજ� ગ: રેtpફાયર અાઉટપુટમાં વાેDેજ વધવા દરNમયાન કેપે)સટર ઝડપથી ચાજC થાય છે

)ડ�ાVજ� ગ: વાેDેજ ઘટવા દરNમયાન કેપે)સટર ધીમેથી લાેડ Yારા :ડ±ાજC થાય છે

�ૂVધh ગ ઇફે]: વાેDેજ હાઇ હાેય �ારે અેન�C  Qાેર કરીને :રપલ ઘટાડે છે

ટાઇમ કાે�a: RC :રપલ Nપ:રયડ કરતાં ઘણું માેટંુ હાેવું Sેઈઅે

પરફાેમ[R: :રપલ ફેpર γ = 1/(4√3·f·R·C)

π-)ફ?ર:

અાકૃ7ત:

કાય[રત Zસ�ાંત:

!થમ કેપેZસટર (C1): શV કેપે)સટરની જમે uાથNમક :ફD:રzગ uદાન કરે છે

ચાેક (L): AC ક\ાેનV્સને �લાેક કરે છે, DC ને પસાર થવા દે છે

બીFે કેપેZસટર (C2): બાકી રહેલ :રપલને વધુ ઘટાડે છે

સંયુ  અસર: લાે-પાસ :ફDસCના કે ેડ તરીકે કાયC કરે છે

તુલના:

      Rectifier   C
         |        |
Vin --->|M|-------+------ Vout
         |        |
         |        RL
         |        |
         +--------+------

      Rectifier    L
         |        /\/\/\
Vin --->|M|-------+------ Vout
         |        |
         |        |
         |        |
         +---||---+---||--+
             C1       C2  |
             |        |   RL
             |        |   |
             +--------+---+
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પેરામીટર શa કેપેZસટર )ફ?ર π-)ફ?ર

કoાેનa્સ )સz ગલ કેપે)સટર બે કેપે)સટર અને ઇopર

)રપલ )રડwન મ]મ ઉkમ

કાે: અાેછાે ઊચંાે

સાઈઝ નાનાે માેટાે

વાે?ેજ રે�યુલેશન ખરાબ સારંુ

કયા માટે યાે�ય અાેછા કરંટ અે}�કેશX ઊચંા કરંટ અે}�કેશX

મેમરી ટ= ીક: "કેપે)સટર �ૂ²સ, પી-:ફDર પરફેp્સ" (CSPFP)

!"ન 5(અ) [3 marks]  
નીચેના components ની સં¡ા દાેરાે:
(i) PNP ટ= ાNી:ર (ii) N ચેનલ JFET (iii) N ચેનલ અે¢ાRમેa માેડ MOSFET

જવાબ:

અાકૃ7ત:

લtણાે:

PNP ટ= ાNી:ર: તીર અેNમટર પર અંદરની તરફ પાેઇV કરે છે

N-ચેનલ JFET: ગેટ સાેસC અને ડPે ન વeેના ચેનલને કંટP ાેલ કરે છે

N-ચેનલ અે¢ાRમેa MOSFET: ચેનલમાં ગેપ, પાે)ઝ:ટવ ગેટ વાેDેજની જ�ર પડે છે

મેમરી ટ= ીક: "PNP પાેઇV્સ ઇન, JFET SેઇX ગેટ્સ, MOSFET મેj ગે�સ" (PPIJJGMMG)

!"ન 5(બ) [4 marks]  
ડાયાDામ સાથે NPN ટ= ાNી:રનું કાય[ સમFવા.ે

PNP Transistor:       N-channel JFET:      N-channel enhancement MOSFET:
     C                     D                        D
     |                     |                        |
     |                     |                        |
  >--+                     +---<                    |
 /    \                   /|                        |
|  E   |                 / |                     +--+
 \    /                 /  |                     |  |
  +--+--B              /   |                 G---+  |
  |                    |   |                     |  |
  |                 G--+   +--S                  +--+--S
  E                    |                            |
                       |                            |
                       S
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જવાબ:

અાકૃ7ત:

કાય[રત Zસ�ાંત:

:=£ર: પાતળા P-ટાઇપ રી�યન Yારા અલગ પાડેલા બે N-ટાઇપ રી�યX

બાયZસh ગ: E-B જં~ન ફાેરવડC  બાય_, C-B જં~ન :રવસC બાય_

કરંટ �લા:ે 

અેNમટરથી ઇલેpPાેX બેઝમાં �ાેસ કરે છે

પાતળા બેઝ રી�યનને કારણે ~98% ઇલેpPાેX કલેpરમાં અાગળ વધે છે

~2% ઇલેpPાેX બેઝ રી�યનમાં :રકાે�ાઇન થાય છે

અેિcd)ફકેશન: નાના બેઝ કરંટ માેટા કલેpર કરંટન ેકંટP ાેલ કરે છે

કરંટ )રલેશનZશપ: I_C = β × I_B ([ાં β કરંટ ગેઇન છે)

જંwન {બહે7વયર:

અે7મટર-બેઝ જંwન: ફાેરવડC  બાય_, લાે રે)ઝQX પાથ

કલે]ર-બેઝ જંwન: :રવસC બાય_, હાઇ રે)ઝQX પાથ

        Collector (C)
            |
            |
    +-----------------+
    |      N-type     |
    +-----------------+
    |      P-type     |
    +-----------------+
    |      N-type     |
    +-----------------+
            |
            |
        Emitter (E)
            
  B---/\/\/\--+   +--/\/\/\--C
    (RB)      |   |  (RC)
              |   |
              V_BE|   V_CE
      +-------|---+-------+
      |       |           |
      |       +--[NPN]----+
      |          |        |
      |          |        |
      +----------+--------+
                 |
                 |
                 E

ત"ો ઓફ ઇલે)*+કલ અને ઇલે*+ો/ન0 એિ3જ/નય6રગ (1313202) - સમર 2023 સો;<શન by Milav Dabgar

No. 19 / 25



મેમરી ટ= ીક: "ઇલેpPાેX અેVર, બેરલી પાેઝ, કલેp અેબવ" (EEBPCA)

!"ન 5(ક) [7 marks]  
કાેમન અેમીટર(CE) ટ= ાNી:રન ેતેના ઇનપુટ અાઉટપુટ લાt�ણકતા સાથે દાેરાે અને સમFવાે.

જવાબ:

સ)ક+ ટ ડાયાDામ:

ઇનપુટ લાt�ણકતા (I_B vs V_BE સાથે V_CE કાે�a):

અાઉટપુટ લાt�ણકતા (I_C vs V_CE સાથે I_B કાે�a):

     +VCC
      |
      R_C
      |
      +-----o V_out
      |
      |
  B---+--[NPN]
  |      |
  R_B    |
  |      |
  +      E
V_in     |
  -      |
 GND    GND

  I_B ↑
   |
   |            V_CE = 10V
   |           /
   |          /
   |         / V_CE = 5V
   |        /
   |       /
   |      /
   |     /
   |    /
   |   /
   |  /
   | /
   |/
   +--------------> V_BE
       0.7V

  I_C ↑
   |                   I_B = 50μA
   |                 /-----------
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અાેપરે)ટh ગ રીqયR:

કટ-અાેફ: I_B ≈ 0, I_C ≈ 0, ટP ાf�Qર OFF

અે\]વ: E-B જં~ન ફાેરવડC  બાય_, C-B જં~ન :રવસC બાય_, 'લ:નયર અેિ��:ફકેશન

સેચુરેશન: બંને જં~ના ેફાેરવડC  બાય_, ટP ાf�Qર પૂણCપણે ON

પેરામીટસ[:

કરંટ ગેઇન (β): કલેpર કરંટનાે બેઝ કરંટ સાથેનાે ગુણાેkર (β = I_C/I_B)

ઇનપુટ રે�ઝ:R: V_BEમાં ફેરફારનાે I_Bમાં ફેરફાર સાથેનાે ગુણાેkર

અાઉટપુટ રે�ઝ:R: V_CEમાં ફેરફારનાે I_Cમાં ફેરફાર સાથેનાે ગુણાેkર

અનુ!યાેગાે:

અેિcd)ફકેશન: વાેDેજ, કરંટ, અને પાવર અેિ��:ફકેશન

¤¥¦ચh ગ: :ડdજટલ સ:કO ટ્સ, લાેdજક ગેટ્સ

Zસ�લ !ાેસેZસh ગ: અાે)સલેટસC, :ફDસC, માે¨ુલેટસC

મેમરી ટ= ીક: "કટ-અેtpવ-સેચુરેટ: અાેફ-અેિ��ફાય-અાેન" (CASOAO)

!"ન 5(અ) OR [3 marks]  
કરંટ ગેઇન અા§ા (α) અને બીટા (β) વuેના ેસંબંધ મેળવાે.

મૂળભૂત jાHાઅાે:

અા§ા (α): કાેમન-બેઝ કરંટ ગેઇન = I_C/I_E

બીટા (β): કાેમન-અેNમટર કરંટ ગેઇન = I_C/I_B

   |                /
   |               /  I_B = 40μA
   |              /------------
   |             /
   |            /   I_B = 30μA
   |           /--------------
   |          /
   |         /    I_B = 20μA
   |        /---------------
   |       /
   |      /     I_B = 10μA
   |     /----------------
   |    /
   |   /      I_B = 0
   |  /------------------
   | /
   |/
   +--+-----+----------> V_CE
      |     |
    Saturation|Active
      Region |Region
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અાકૃ7ત:

ટ= ા_N:રમાં કરંટ સંબંધ:

I_E = I_B + I_C (:કરચાેફના ેકરંટ :નયમ)

ડે)રવેશન :ેXસ:

1. α = I_C/I_E

2. I_E = I_B + I_C

3. α = I_C/(I_B + I_C)

4. β = I_C/I_B

5. I_C = β × I_B

6. સમીકરણ 3 માં સ³´µૂટ કરતાં:
α = (β × I_B)/(I_B + β × I_B)
α = β/(1 + β)

7. β માટે સાેEવ કરતાં:
α(1 + β) = β
α + αβ = β
α = β - αβ
α = β(1 - α)
β = α/(1 - α)

ફાઇનલ સંબંધાે:

β = α/(1 - α)

α = β/(1 + β)

)ટ@પકલ વે©ુ:

α હંમેશા 1 કરતાં અાેછી હાેય છે (સામાL રીતે 0.95 થી 0.99)

β સામાL રીત ે20 થી 200 હાેય છે

મેમરી ટ= ીક: "અા¶ા અેuાેdચસ વન, બીટા hબકa ઇd·:નટ" (AAOBBI)

!"ન 5(બ) OR [4 marks]  
ટ= ાNી:ર માટે 7વ7વધ અાેપરેટ�ગ રીqયન સમFવાે.

જવાબ:

         I_C
         ^
         |
    +----+----+
    |         |
I_E >    T    > I_B
    |         |
    +---------+
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રીqયન જંwન બાયસ લtણાે અનુ!યાેગાે

કટ-અાેફ E-B: OFF
C-B: OFF

• I_B ≈ 0, I_C ≈ 0
• ટP ાf�Qર OFF છે
• V_CE ≈ V_CC

:ડdજટલ સ:કO ટ્સ (OFF Qેટ)
¸¹dચz ગ અે}�કેશX

અે\]વ E-B: ON
C-B: OFF

• I_C અને I_B વeે 'લ:નયર સંબંધ
• I_C = β × I_B
• અેિ��:ફકેશન માટે વપરાય છે

અેનાલાેગ અેિ��ફાયસC
)સbલ uાેસે)સz ગ

સેચુરેશન E-B: ON
C-B: ON

• બંને જં~નાે ફાેરવડC  બાય_
• ટP ાf�Qર પૂણCપણે ON
• V_CE ≈ 0.2V

:ડdજટલ સ:કO ટ્સ (ON Qેટ)
¸¹dચz ગ અે}�કેશX

|ેકડાઉન E-B: OFF
C-B: Jેકડાઉન

• Jેકડાઉન વાેDેજથી વધારે
• ટP ાf�Qરને નુકસાન થઈ શકે
• અા રી�યન ટાળવી Sેઈઅે

સામાL અાેપરેશનમાં અા રી�યન ટાળાે

અાકૃ7ત:

અાેપરે)ટh ગ રીqયR:

મેમરી ટ= ીક: "કટ અેtpવ સેચુરેટ: અાેફ અેિ��ફાય ¸¹ચ" (CASOAS)

!"ન 5(ક) OR [7 marks]  
MOSFET પર ટંૂકનાªધ લખા.ે

જવાબ:

  I_C ↑
   |
   |      +-------------+
   |      |             |
   |      |             |
   |      |             |
   |      |   Active    |
   |      |   Region    |
   | Saturation         |
   | Region|            |
   |      |             |
   |      |             |
   |      |             |
   +------+-------------+-------> V_CE
   |                    |
   |                    |
   |   Cut-off Region   |
   |                    |
   |                    |
   +--------------------+
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MOSFET (મેટલ અાેfાઇડ સે7મકi]ર )ફz ઇફે] ટ= ા_N:ર)

:=£ર ડાયાDામ:

MOSFETના !કારાે:

અે¢ાRમેa માેડ: ગેટ વાેDેજ {વના ચેનલ અિ�તBમાં નથી

N-ચેનલ: પાે)ઝ:ટવ ગેટ વાેDેજ ચેનલ બનાવે છે

P-ચેનલ: નેગે:ટવ ગેટ વાેDેજ ચેનલ બનાવે છે

)ડdેશન માેડ: ગેટ વાેDેજ {વના ચેનલ અિ�તBમાં છે

N-ચેનલ: નેગે:ટવ ગેટ વાેDેજ ચેનલન ેઘટાડે છે

P-ચેનલ: પાે)ઝ:ટવ ગેટ વાેDેજ ચેનલને ઘટાડે છે

કાય[રત Zસ�ાંત:

ઇRુલેટેડ ગેટ: ગેટ અાૅjાઇડ લેયર Yારા ચેનલથી અલગ કરેલ છે

)ફz ઇફે]: ઇલેtpPક :ફ� ચેનલ કotp{વટીને કંટP ાેલ કરે છે

વાે?ેજ કંટ= ાેz: ગેટ વાેDેજ ડPે ન કરંટને કંટP ાેલ કરે છે

નાે ગેટ કરંટ: અ�ંત ઊચંી ઇનપુટ ઇ\ેડX

લtણાે:

ટ= ાRફર લાt�ણકતા: I_D vs V_GS

અાઉટપુટ લt�ણકતા: I_D vs V_DS

�ેશાેz વાે?ેજ: ચેનલ બનાવવા માટે જ�રી Lૂનતમ V_GS

ટ= ાRકi]R: V_GS માં યુ:નટ ફેરફાર દીઠ I_D માં ફેરફાર

BJT કરતાં ફાયદા:

ઊચંી ઇનપુટ ઇoેડR: uાયઃ નગ»ય ઇનપુટ કરંટ

    Gate (G)
       |
       v
    +-----+    Drain (D)
    |  M  |      |
    +-----+      v
    |  O  |    +---+
    +-----+    |   |
    |  S  |    | N |
    +-----+----+---+----+
    |                   |
    |        P          |
    |                   |
    +---+-------------+-+
        |             |
        v             v
    Source (S)    Substrate
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ઝડપી ¤¥¦ચh ગ: અાેછી કેપે)સટX, નાે માઇનાે:રટી કે:રયર Qાેરેજ

વધુ પે)કh ગ ડેQRટી: સમાન ફં~ન માટે નાનાે સાઇઝ

અાેછાે પાવર કNc�ન: અાેછી હીટ જનરેશન

સરળ બાયZસh ગ: )સz ગલ પાેલા:રટી સ�ાય ઘણીવાર પૂરતાે

અનુ!યાેગાે:

)ડVજટલ સ)ક+ ટ્સ: CMOS લાેdજક, મેમરી :ડવાઇ)સસ

અેનાલાેગ સ)ક+ ટ્સ: અેિ��ફાયસC, કરંટ સાે)સO સ

પાવર ઇલે]=ાે@નf: હાઇ-પાવર ¸¹dચz ગ

RF અે�dકેશR: લાે-નાેઇઝ અેિ��ફાયસC

ઇ�aDેટેડ સ)ક+ ટ્સ: uાેસેસસC, ASICs

મેમરી ટ= ીક: "મેટલ અાેjાઇડ સેપરેટ ગેટ અેનેબc :ફ� કંટP ાેલ" (MOSGFC)
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